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LEISTUNGS-
TRANSISTOR-
MESSGERAT

Ein Gerdt zur Messung der statischen Kenndaten von Transistoren, Gleichrichtern und Dioden sowie
gesteverten Gleichrichtern und Zenerdioden in weiten Strom- und Spannungsbereichen — Impuls-
betrieb, PNP/NPN-Umschaltung.

Reststrome Ip I =1nA...30mA Statische lg =10.A...10A
(U=0...300V) Stromverstarkung B I =5mA...30A

(Ueg=0,1...30V)
Durchbruch- U=3...300V Restspannung Ugyy Uy =10mV... 10V
spannungen Ugg) (I =10 ,A ... 3 A) (15 =300,A...3 A)
Zenerspannung U, lc =3mA...30A

Zenerwiderstand r, mit 10° ¢ Strom-
modulation Gber externe Wechsel-
spannungs-Messung (z. B. UVN)

Anfangswerte entsprechen 10% des Endwertes im kleinsten Teilbereich. Eingeklammerte Werte sind Einstellwerte.
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Aufbau

Das Leistungstransistor-Mef3gerdt TLM dient zur Messung der statischen Kenndaten von Transistoren,
Gleichrichtern, Dioden und gesteuerten Gleichrichtern (Thyristoren) und Zenerdioden.

Das TLM besteht aus drei grofen Funktionsgruppen, némlich dem allgemeinen Netzteil, den elektronisch
geregelten Strom- und Spannungsgeneratoren zur Versorgung des Mefiobjekts einschlielich der Impuls-
aufbereitung und der zugehdrigen MeBtechnik, also den MeBverstirkern, Torschaltungen und nach-
geschalteten MeBinstrumenten.

Den vier HauptmeBgréBen entsprechend sind Schalter und andere Einstellelemente in vier Felder unterteilt.
Zwischen den Feldern liegt der MeBartenschalter zum Einstellen des jeweiligen Parameters: Reststrom,
Durchbruchspannung, Stromverstérkung oder Séttigungsspannung. Die Frontplatte ist dadurch sehr tber-
sichtlich und das TLM einfach zu bedienen.

Um eine thermische Uberlastung des MeBobjekts zu vermeiden, werden Messungen bei hohen Stromen
und Spannungen mit Impulsen durchgefihrt. Das Gerdt ist programmierbar, d. h. alle vom MeBartenschal-
ter auszuldsenden Funktionen kénnen auch Uber Leitungen ferngesteuert werden. Die MefBanschlisse sind
Potentialklemmen; Ubergangs- und Zuleitungswiderstinde gehen daher nicht in das Meflergebnis ein.
Schreiber zum Registrieren der gewiinschten MeBgréBe lassen sich anschliefien.
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MeBanschlisse
Funktionsschalthild des TLM.

Anwendung und Wirkungsweise

Eine Spannung, deren Wert in finf Bereichen von 0 bis 300 V kontinuierlich einstellbar ist, wird dem Mef3-
objekt eingeprdgt und der sich ergebende Strom Ober einen MeBverstirker mit Hilfe eines Drehspul-
instrumentes gemessen. Der kleinste noch ableshare Wert betrdgt 1nA. Im KurzschluBfall wird durch einen
Begrenzer der Strom auf etwa den doppelten Wert des Einstellbereiches begrenzt. MeB3gerdt und Mef-
objekt sind dadurch ausreichend geschitzt. Ein Betriebsartenschalter erméglicht — gemeinsam fir Rest-
strom- und Durchbruchspannungs-Messung — das wahlweise Anschalten der drei Transistorelektroden.

Mit den Transistor-MeBfassungen TO-3/TO-41 (BN 25211) und DIN 9A2/9A3 (BN 25213) kann die Gehduse-
temperatur des Mefobjekts gemessen werden.




Die am Mefobjekt abfallende Spannung wird als Funktion des eingeprégten Stromes gemessen. Ein
Stromgenerator liefert den in elf Bereichen kontinuierlich einstellbaren Strom. Diese Stromeinprdgung
kann entweder statisch oder impulsférmig vorgenommen werden. Der Gesamtbereich ist in zwei sich Gber-
schneidende Bereiche unterteilt: fir Gleichstrom zwischen 10 uA und 10 mA, fir impulsférmigen Strom
zwischen 0,3 mA und 3 A. Die Impulse zur Ansteuerung des Stromgenerators sind netzsynchron und haben

eine Folge von 50 Hz bzw. 60 Hz (je nach Netzfre-
qguenz); ihre Breite ist wdhlbar mit 100, 200 oder

Ic
1 @ 300 us. Dadurch kann die Impulsenergie entsprechend
der am Mefobijekt zuldssigen Verlustleistung einge-
+i 1 Uce stellt werden.
—I .{ Messungen von Reststrom und Durchbruchspannung

sind Zweipolmessungen, d. h. sie lassen sich an jedem

Prinzip der Durchbruch- oder Sperrspannungsmessung von

Transistoren. beliebigen Zweipol durchfihren.

Der Emitterstrom wird kontinuierlich einstellbar bei gleichzeitiger Wahl der Kollektorspannung einge-
préigt. Gemessen werden der Kollektor- und Basisstrom, aus deren*Quotienten sich der Wert der Strom-
verstdrkung B ergibt.

Die Messung der Stromverstérkung B geschieht ausschlieBlich mit Impulsen. Auch hier lassen sich die
Impulsbreiten mit 0,3, 1 und 2ms bei einer Impulsfolge von 50 Hz bzw. 60 Hz einstellen. Die Kollektor-
Basis-Spannung wird von -einer Halbwelle der Netzfrequenz gesteuert.

Ein Spitzenspannungsvoltmeter miBt die Kollektor-
Basis-Spannung bzw. Basis-Emitter-Spannung im drit-
ten Zeitdrittel des Impulses. Die MeBzeit betrdgt 60 us.
Der Wert fur den Basis- und Kollektorstrom wird
Uber je einen Mefiverstdrker mit nachfolgender Spit-
zenspannungsgleichrichtung gefihrt und von einem

MeBverfahren fiir die Stromverstérkung. instrument angezeigt.

Zwei Stromgeneratoren liefern kontinuierlich und in je acht Stufen unabhdngig voneinander einstellbare
Stréme. Der eine speist die Kollektor-Emitter-Strecke, der andere die Basis-Emitter-Strecke. Es l&ft sich
jeder beliebige Arbeitspunkt in der Néhe des Sdttigungshereichs einstellen. Das Meflobjekt wird in
Emitterschaltung betrieben.

Impulsbreiten, Impulsfolgen und Tastverhdltnisse entsprechen dem Mefverfahren fir die Stromverstdr-
kung B. Die Spannungsmessung geschieht einmal zwischen Kollektor und Emitter, zum anderen zwischen
Basis und Emitter, jeweils im dritten Zeitdrittel des gewdhlten Impulses (MeBzeit 60us). Fir Basis- und Kol-
lektorstrommessung dienen die bei der B-Messung erwdhnten Verstérker.

Uber den Stromgenerator Ic der U -Messung lassen sich Zweipole (Leistungsgleichrichter) bis 30 A durch-
messen, wenn sie an Kollektor und Emitter angeschlossen werden. Eingestellt und abgelesen wird dabei I,
gemessen U,q . Hierzu sind entsprechende MeBfassungen bzw. MeBadapter notwendig.

e In gleicher Weise erfolgt die Messung der Durchlaf3-

spannung an gesteverten Gleichrichtern. Dabei ent-
sprechen der KollektoranschluB3 der Anode, der Emit-
teranschluB der Kathode und die Basis der Steuer-
elektrode.

MeBverfahren fir die Séttigungsspannung.

TLM

252100



TLM

252100

Technische Daten
Alle Impulse sind rechteckformig

Reststrome lcpor Ices: Iceor leBor (Icer: lcev)”

MeBbereich
Teilbereiche

Anzeige .
Strombegrenzung

Fehlergrenzen . P % %
Zul. Grundausschlag noch] Std Emlaufzelt, .

Sperrspannung
Einstellbereich

Teilbereiche
MeBbereiche .
Anzeige .
Fehlergrenzen

Durchbruchspannungen U gg) caor U(BR) CEs/
MeBbereich

Teilbereiche
Anzeige .
Fehlergrenzen

Statische Stromeinprdgung

Einstellbereich
Teilbereiche

Mef3bereich

Teilbereiche

Fehlergrenzen

1 nA...30 mA

0,01/0, 03/0 1/0,3/1/3/10 uA

(Schclferste'.lung Iz 2107 Vollausschlag

0,03/0,1/0,3/1/3/10/30 mA

(Schalterstellung Ig < 1) Vollausschlag

durch eingebautes Instrument

auf ca. zweifachen Wert des max. Stromes je Teil-

bereich im Bereich von 0,3...30 mA \
+2% v.E. £0,5nA \
<30 nA bis 300 V; <<3nA bis 30V; <0,3nA bis 3V

0...300V (3mA bis 300V;
30 mA bis 30 V)
0...3/3...10/10...30/30...100/100..
3/10/30/100/300 V Vollausschlag

durch eingebautes Instrument

+29% v.E.

10 mA bis 100 V;

300V

Usr) ceor U(er) eBor (U(er) cerr U(BRr) CEV)'

3...300V (0,3A bis 250V; 1A bis 180 V;
3A bis80V)

30/100/300 V Vollausschlag

durch eingebautes Instrument

#8% .E

10uA ... 10 mA

10...30/30...100/100. .. 300 uA
03...1/1...3/3...10mA

3 pA .10 mA, Umschaltung der Bereiche erfolgt
automatisch mit der Einstellung

0,03/0,1/0,3/1/3/10 mA Vollausschlag

+29% v.E.

Zur Messung des Zenermdersfondes 1, wird der statisch eingepréigte Strom 10% moduliert (50 Hz);

Au,
Ai,
Impulsférmige Stromeinprdgung

Einstellbereich
Teilbereiche

Mz

MefBbereich
Teilbereiche

Fehlergrenzen

Stromform . .
Impulsfolge-Frequenz .
Impulsdauver (umschaltbar)
Anzeige .

03mA...3A

03 T < - 2818 . 1010, . 230730, ....100/ }
100...300 mA/03...1/1...3A

01mA L3A

1/3/10/30/100/300 mA/1/3 A Vollausschlag, Umschal-
tung der Bereiche erfolgt automatisch mit der Einstel-
lun

t3g"/o v.E. bei3A <Xt4%

rechteckférmig

netzsynchron

100, 200 oder 300 us

durch eingebautes Instrument

Basis-Stromsteuerung in Stellung Ugsr) ceo (impulsformig)

Einstellbereich :
in folgenden Festwerten elnsfel'lbc:r

Fehlergrenzen .
Impulsfolge-Frequenz .
Impulsdauer

'} Messung durch entsprechende externe Beschaltung moglich.

0...300 mA

0/1/3/10/30/100/300 mA (KurzschluBstrom)
+20%0 vom eingestellten Wert
netzsynchron

0,6 ms




Statische Stromverstdrkung B = I¢/lg (nur impulsférmig)

Basisstrom g

Mef3bereich
Teilbereiche

Fehlergrenzen

Kollektorsirom I¢c

Einstellbereich
Teilbereiche

Mef3bereiche .

Fehlergrenzen

Impulsfolge und -daver wie bei Ucg sat

Kollektor-Basisspannung Ucp

Einstellbereich
Teilbereiche

MeBbereiche .
Teilbereiche

Fehlergrenzen

Basis-Emitterspannung Uge

MeBbereich
Teilbereiche
Fehlergrenzen

Restspannung Ucg <at

Basisstrom lg

Einstellbereiche .
Teilbereiche

MeBbereich

Teilbereiche
Fehlergrenzen
Impulsfolgefrequenz
Impulsdaver (umschaltbar)
Anzeige .

Kollektorstrom I¢

Einstellbereich
Teilbereiche

Mefibereich
Teilbereiche

Fehlergrenzen

Impulsfolgefrequenz

Impulsdauer (umschaltbar) .

Anzeige .

00T mA...10A

0,1/0,3/1/3/10/30/100/300 mA
1/3/10 A Vollausschlag
+3%v.E. (bis3A), £ 5% v. E. (bis 10 A)

5mA...30A

5...30/30...100/100...300 mA/
03...1/1...3/3...10/10...30 A

0,03/0,1/0,3/1/3/10/30 A Vollausschlag, Umschaltung
der Bereiche erfolgt automatisch mit der Einstellung

+3% v.E. (bis 3A), +5% v.E. (bis 30 A)

01...30V (3V bis 30A; 10V bis 10A; 30V bis 3 A)
01...1/1...3/3...1010...30V
0,1 30V

1/3/10/30 V Vollausschlag, Umschaltung der Bereiche
erfolgt automatisch mit der Einstellung

+3% v.E

0mv...3V
0,3/1/3V Vollausschlag
+3% v.E.

03mA...3A

03...1/1...3/3...1010...30/30...100/
100...300mA/0,3...1/1...3A

01mA...3A

1/3/10/30/100/300 mA/1/3 A Vollausschlag
+3%v. E.

netzsynchron

0,55; 1,3 oder 2,4 ms (£10%)

durch eingebautes Instrument

3mA...30A

3...10/10...30/30...100/100 . .. 300 mA/
0,3 e oo 233 con 1O 304

TmA...30A

10/30/100/300 mA/1/3/10/30 A Vollausschlag
+ 3% v.E. (bis 3A), £5% v.E. (bis 30 A)
netzsynchren

0,3; 1 oder 2ms (+10%)

durch eingebautes Instrument
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Kollektor-Emitterspannung Ucg coi, Basis-Emitterspannung Uge sat

MeBbereich . . . . . . . . . . . . . . 10mv... 10V
Teilbereiche . . . . . . . . . . . . . 0/03/1/3/10V Vollausschlag
Fehlergrenzen . . . . . . . . . . . . . *3%wE

Allgemeine Daten

Fehler bei Gehédusetemperatur-Messungen

am MeBobjekt . . . . . . . . . . . . . = *25%*1°C vom MefBwert
Programmierung. . . . . . . . . . . . . zur Wahl der MeBart an rickwdrtigen Steckern
Registrierausgénge . . . . . . . . . . . . Ri=44kQ, Ups = 88mV

NetzanschluB . . . . . . . . . . . . . . 115125/220/235V £10%, 47 ...60Hz (95 VA)
Farbe . . . . . . . . . . . . . . . . grau, RAL7001

Beschrifftung . . . . . . . . . . . . . . zweisprachig: deutsch/englisch

Abmessungen (BXH<T). . . . . . . . . . 538x333%352mm (R&S-Normkastengrofe 59)
Gewicht. . . . . . . . . . . . . . . . 3Tkg

Bestickung . . . . . . . . . . . . . . 3 Rohren, 118 Transistoren

Bestellbezeichnung . . . . . . . . . . . . P Leistungstransistor-MeB3gerdt TLM BN 2521/3
Mitgeliefertes Zubehor . . . . . . .. . 1 Lampenzieher RLT 02000

8 Kleinlampen RLT 22421

2 Ersatzsicherungen TATIB DIN 41571

2 Ersatzsicherungen 1,6 AT 1,6 D DIN 41571

2 Sicherungen 2A T2D DIN 41571

2 Sicherungen 2,5A T2,5D DIN 41571

1 Programmierstecker BN 2521/3-1.30

1 Programmierstecker BN 2521/3-1.31

1 Transistor-MeBfassung TO-5/TO-18 BN 2521/3-15

Folgende Transistor-MeBfassungen ergénzen das
Transistor-MeBgerdt TLM (gesondert zu bestellen):

Transistor-MeBfassung TO-3/TO-41
Mit eingebautem Thernewid zur Messung der Tem-
peratur des Kihlklotzes
Widerstand bei T, =20 °C
Rgo =] kQ iSD/O
Temperaturkoeffizient
TKRQO = —4,] U/D/ C

Diese MeBfassung hat eine Zuleitung von 50 cm mit einem Drahtquerschnitt von 2,5 mmZ Die MeBanschlisse

sind Potentialklemmen mit einem Ubergangswiderstand von 1 bis 5 mQ.
Bestellbezeichnung . . . . . . . . . . . . P Transistor-MeBfassung TO-3/TO-41 BN 25211




Transistor-MeBfassung TO-5/TO-7/TO-18

Diese Meffassung hat eine Zuleitung von 40 cm mit einem Drahtquerschnitt von 1,23 mm?. Die Mef-
anschlisse sind Potentialklemmen mit einem Ubergangswiderstand von 10 bis 50 m®.

Sestellbezeichnung . . . . . . . . . . . . P Transistor-Mefifassung TO-5/TO-7/TC-18
BN 25212

Transistor-MeBfassung DIN 9A2/9A3
Technische Daten und Ausfihrung sntsprechen der Transistor-Mef3fassung TO-3/TO-4 BN 25211
Bestellbezeichnung . . . . . . . . . . . . P Transistor-MeBfassung 9A2/9A3 BN 25213

Ausfihrlichere Angaben ber Mefifassungen zum TLM siehe Datenblatt 252110.

Nebenstehende Bilder zeigen noch weitere
MefBfassungen

z.B. fur
Gehduse-
grofien

1 Transistor-Mef3fassung BN 2521-15 TO-5/T0-18
2 Transistor-Mef3fassung BN 2521-30 TO-18

3 Transistor-MefBfassung BN 2521-31 TO-5

4 Transistor-Mef3fassung BN 2521-32 TO-3

5 Gleichrichter-Mef3fassung BN 2521-33

6 Dicden-MefBfassung BN 2521-34
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